Российско-американская программа «Фундаментальные исследования и высшее образование» (BRHE)

Американский фонд гражданских исследований и развития (CRDF)

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство науке и инновациям РФ
Информационное сообщение

Международная школа-конференция молодых ученых 
«Физика и химия наноматериалов» 

Россия, Томск, 13–16 декабря 2005 г.

Научно-образовательный центр «Физика и химия высокоэнергетических систем» (НОЦ) проводит с 13 по 16 декабря 2005 года Международную школу-конференцию молодых ученых «Физика и химия наноматериалов». Для участия в работе школе-конференции приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые, занимающиеся научными исследованиями в рамках тематики школы-конференции.
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· Методы и механизмы формирования наноматериалов
· Физическая мезомеханика материалов
· Физико-математические модели неравновесных процессов в многофазных системах
· Синтез и физико-химические методы исследования наноматериалов
· Перспективные технологические направления использования наноматериалов
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Рабочие языки конференции — русский и английский. Приветствуются выступления на английском языке. 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов конференции (на русском языке). 

Информация о конференции размещена в Интернет по адресу: 

http://rec.tsu.ru/
заявка на участие в конференции

Для участия в конференции необходимо до 25 ноября 2005 г. 
1) прислать электронный вариант анкеты участника и текст доклада в формате Word for Windows (форма анкеты и правила оформления докладов прилагаются) по электронной почте
conf@rec.tsu.ru
В строке «Тема» электронного письма указать «Заявка Фамилия И.О.». 

2) направить твердую копию анкеты и текста доклада в адрес Оргкомитета конференции.

научные стажировки
В рамках проведения школы-конференции ее участникам предоставляется возможность с 5 по 12 декабря 2005 г. пройти научную стажировку в НОЦ «Физика и химия высокоэнергетических систем» по следующим научным темам:
1. Методы синтеза, исследования и применения наноматериалов.

2. Математическое моделирование высокоэнергетических систем.

научно-исселедовательская работа

Участникам школы-конференции предоставляется возможность провести структурные исследования материалов под руководством ведущих научных сотрудников на аналитическом оборудовании Томского материаловедческого центра коллективного пользования при НОЦ, которое включает в себя:
· Просвечивающий электронный микроскоп Philips CM 30
· Рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD 6000
· Растровый электронный микроскоп Philips SEM 515
· Оптический металлографический микроскоп Olympus GX-71
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Адрес: 
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет
Научно-образовательный центр
«Физика и химия высокоэнергетических систем»

Офис НОЦ:
ауд. 135 II-го учебного корпуса ТГУ

Тверскова Алена Владимировна

Тел./факс:
+7 3822 52-98-44

E-mail: 
conf@rec.tsu.ru
Internet: 
http://www.rec.tsu.ru
КОНКУРС ГРАНТОВ

на финансовую поддержку молодых ученых

Научно-образовательный центр «Физика и химия высокоэнергетических систем» Томского государственного университета объявляет конкурс грантов на финансовую поддержку молодых ученых СНГ и России для участия в Международной школе-конференции молодых ученых «Физика и химия наноматериалов», которая будет проходить с 13 по 16 декабря 2005 г. на базе Томского государственного университета (г. Томск, Россия).

В конкурсе могут участвовать молодые ученые до 35 лет — студенты, аспиранты, преподаватели вузов и научные сотрудники вузов, академических и отраслевых институтов — проживающие вне г. Томска.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 25 ноября 2005 г. в адрес Оргкомитета школы-конференции, которая включает в себя:

1. Анкету участника школы-конференции.

2. Тезисы докладов, оформленные в соответствии требованиями для опубликования в сборнике материалов школы-конференции.

3. Обоснование суммы гранта (в рублях) с расшифровкой статей затрат:

1) проезд до г. Томска и обратно;

2) расходы по найму жилого помещения — 550 рублей в сутки, при этом день приезда и день отъезда считаются за один день (день заезда для участников школы-конференции — 12 декабря, день отъезда — 17 декабря);

3) суточные — 100 рублей в сутки.

Научно-образовательный центр «Физика и химия высокоэнергетических систем» Томского государственного университета объявляет конкурс грантов на финансовую поддержку молодых ученых для прохождения научной стажировки на базе НОЦ.

В этом конкурсе могут принимать молодые ученые до 35 лет, которые будут участвовать в работе Международной школе-конференции молодых ученых «Физика и химия наноматериалов». Срок научной стажировки — с 5 по 12 декабря 2005 г. 

Темы научной стажировки:

1. Методы синтеза, исследования и применения наноматериалов.

2. Математическое моделирование высокоэнергетических систем.

Для участвующих в этом конкурсе необходимо указать выбранную тему научной стажировки и включить соответствующие расходы в обоснование суммы гранта (пункт 3 заявки на школу-конференцию).
Победители этих конкурсов должны заранее закупить билеты до г. Томска и обратно. В Оргкомитет школы-конференции представляется прямой билет до г. Томска и ксерокопии командировочного удостоверения и обратного билета из г. Томска. Обратный билет из г. Томска высылается участником по прибытии его домой.
Регистрационная форма

1. Фамилия, имя, отчество (на русском языке):

2. Фамилия, имя, отчество (на английском языке):

3. Название доклада (на русском языке):

4. Название доклада (на английском языке):

5. Язык выступления на конференции:

(
Русский 
(
Английский

6. Научное направление (отметить одно):

(
Методы и механизмы формирования наноматериалов.

(
Физическая мезомеханика материалов.

(
Физико-математические модели неравновесных процессов в многофазных системах.

(
Синтез и физико-химические методы исследования наноматериалов.

(
Перспективные технологические направления использования наноматериалов.

7. Место учебы/работы: 

Факультет/кафедра/лаборатория, курс, группа: 

( студент
( магистрант

( аспирант

( младший научный сотрудник

( научный сотрудник

( другое  


8. Контактная информация:

Телефоны: 

E-mail: 


Адрес (с почтовым индексом): 

Подпись 
 
Дата заполнения 


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Название доклада [на рус. языке]

Имя Отчество Фамилия [на рус. языке]
Место учебы/работы, индекс, город [на рус. языке]
E-mail
Название доклада [на англ. языке]

Имя Отчество Фамилия [на англ. языке]
Место учебы/работы, индекс, город [на англ. языке]

E-mail
Текст доклада на русском языке должен быть направлен в Оргкомитет до 25 ноября 2005 г. Объем статьи — 2–3 полные страницы формата А4 (до 8 тысяч знаков). 

Требования к оформлению в WORD:

· размер бумаги — А4

· шрифт — Times New Roman Cyr, 14 п.

· абзац — шрифт п. 14, красная строка — 1 см, интервал — одинарный, выравнивание — по левому краю, переносов — нет
1-я строка — Название [на русском языке] — п. 14, строчные, полужирный, по центру 

2-я строка — Имя Отчество Фамилия— п. 14, строчные, курсив, по центру
3-я строка — Место учебы/работы [название организации, индекс, город] — п. 12, строчные, по центру 
4-я строка — Факультет, курс/должность — п. 12, строчные, по центру

5-я строка — E-mail — п. 12, строчные, по центру

6-я строка — пропуск — п. 12
7-я строка — Название [на английском языке] — п. 14, строчные, полужирный, по центру 

8-я строка — Имя Отчество Фамилия — п. 14, строчные, курсив, по центру
9-я строка — Место учебы/работы [название организации, индекс, город] — п. 12, строчные, по центру 
10-я строка — Факультет, курс/должность — п. 12, строчные, по центру

11-я строка — E-mail — п. 12, строчные, по центру

12-я строка — пропуск — п. 12

13-я строка и далее — Текст доклада — п. 14, строчные

Формулы — п. 14, индексы — п. 11, ссылки на литературу — в квадратных скобках, правила оформления литературы см. ниже. Рисунки и таблицы — после текста и списка литературы.
Электронная версия доклада и регистрационной формы участника должны быть направлены по электронному адресу Оргкомитета школы-конференции: conf@rec.tsu.ru
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ОБРАЗЕЦ

Молекулярно-динамическое моделирование синтеза супрамолекулярных объектов и исследование их отклика в условиях высокоэнергетических воздействий

И.С. Коноваленко 
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, 634021, Томск 

ivkon@usgroups.com
Molecular dynamics simulation of supramolecular object synthesis and studying of their properties under various high-energy loadings

I. S. Konovalenko 
Institute of strength physics and material science SB RAS, 634021, Tomsk

ivkon@usgroups.com
В последнее десятилетие изучение закономерностей формирования и поведения объектов наноскопического масштаба является приоритетным направлением развития науки и техники. Прежде всего, это вызвано многообещающими результатами, полученными в этой области в последние годы [1]. Так, синтез нанообъектов из наноразмерных многослойных пленок фактически означает возможность создания гигантских молекул с потенциально необычными свойствами и откликом на внешние воздействия. Такие супрамолекулы, в силу своих уникальных свойств, могут быть использованы в качестве конструкционных элементов различных микро и наноустройств. В этом аспекте компьютерное моделирование можно рассматривать как удобный теоретический инструмент, позволяющий исследовать закономерности процесса формирования нанообъектов, их физико-механические свойства и, в конечном счете, проектировать и конструировать различные супрамолекулярные элементы с заданными геометрическими параметрами и свойствами. Данная работа посвящена исследованию данных вопросов.

Для решения поставленных задач проводилось моделирование синтеза нанотрубок и незамкнутых нанообъектов из трехмерных двухслойных пленок различной геометрии, и исследовался их отклик на термические и ударные воздействия. Компьютерное конструирование нанообъектов выполнялось по алгоритму, предложенному в работе [2]. Моделирование проводилось с использованием метода молекулярной динамики. Межатомные взаимодействия в моделируемых структурах описывались в рамках метода погруженного атома [3]. Кроме того, разработан и реализован математический алгоритм, позволяющий существенно ускорить расчетное время процесса синтеза наноструктур из многослойных металлических пленок.

Исходным материалом для получения наноструктур являлась алюминиево-медная наноразмерная кристаллическая пленка. Результаты расчетов показали, что процесс закручивания и последующее формирование устойчивых наноструктур сильно зависит как от длины исходной пленки, так и от толщины ее слоев. Показано, что варьирование размерами пленки оказывает влияние как на состояние регулярности кристаллической структуры полученных нанообъектов, так и на их геометрическую форму.

Проведенные расчеты показали, что нанотрубки обладают значительной механической устойчивостью. Так, цилиндрическая нанотрубка сохранят свою регулярную структуру при столкновении с абсолютно жесткой стенкой вплоть до скорости столкновения 400 м/с.

Исследование влияния термализации на полученные наноструктуры показало, что из всех рассмотренных случаев наиболее устойчивыми к температурным воздействиям являются цилиндрические нанотрубки. Обнаружено, что их регулярная структура сохраняется до температуры более чем в два раза превышающей температуру плавления монопластины меди (наиболее тугоплавкого компонента в моделируемой системе).
Следует отметить, что получаемые на основе нанотехнологий гигантские молекулы могут обладать новыми свойствами, обусловленными как их составом и внутренней структурой, так и «навязанной» в процессе получения геометрией. Так, в случае алюминиевой пленки, с внесенными в нее двумя медными слоями, длины которых меньше размеров необходимых для сворачивания пленки в замкнутую конфигурацию, релаксация пленки приводит к формированию стабильных незамкнутых наноструктур. При термическом воздействии на такие структуры их края начинают совершать колебательные движения. Это связано с тем, что коэффициенты теплового расширения слоев различны по величине. Частоты колебаний полученных наноструктур лежат в интервале от 17 до 34 ГГц и изменяются в зависимости от длины медных включений и их взаимного расположения в алюминиевой пленке. Амплитуды колебаний наноструктур для фиксированных значений температур слабо меняются в течение расчетного времени. Подобное поведение незамкнутых наноструктур при нагревании указывает на принципиальную возможность создания наноустройств различного назначения на основе гигантских молекул, преобразующих тепловую энергию в механическую.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ и CRDF в рамках программы BRHE (проект № 016-02).
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